MOCVD GaN struktiry BELIV charakteristikos
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Galio nitridas (GaN) yra perspektyvi medziaga
formuojant spinduliuo¢iy jutiklius aukstyjy energijy
fizikos eksperimentuose, apsvity dozimetrijoje ir kituose
taikymuose [1]. GaN pagrindu pagaminti prietaisai
pasizymi maza nuotékio srove, dideliu liuminescencijos
efektyvumu ir didele tolerancija jonizuojancioms
spinduliuotéms. Vis délto MOCVD (metalo-organinio
cheminio nusodinimo i§ gary fazés) GaN auginimo ant
safyro padékly technologija néra iStobulinta, ir
medZiagoje yra didelis dislokacijy (>10° cm?) ir kity
technologiniy defekty tankis. IS kitos pusés, formuojant
GaN planarinius prietaisus, daznai tenka atskirti
(satkelti) iSauginta GaN daugiasluoksnj darinj nuo
padéklo. Siai epitaksiniy sluoksniy atkyrimo (lift-off)
procedirai naudojamos lazerinés technologijos [2].
Taciau toks sluoksniy atskyrimas pazeidzia sluoksnj,-
sukuria jtempimus, sukelia sluoksnio trapumag ir susidaro
naujy defekty. Galio nitride dél kristalinés struktiiros
ypatumy pasireiskia vidiné poliarizacija kristalo augimo
asies kryptimi. Poliarizacijos reiSkinys, sietinas su
kristaline poliarizacija ir defektais nulemtomis erdvinio
kraivio sankaupomis, GaN elektriniuose prietaisuose gali
nulemti  iSorinio  elektrinio lauko ekranavima,
trumpinanciy didelio laidumo pavirSiniy sluoksniy
susidaryma. Siems efektams valdyti, tenka ieskoti
specialiy prietaiso architekttiry, elektrody konfigiiracijy
ir funkcionavimo rezimy [3].

Siame darbe buvo tiriami metalas-izoliatorius-
metalas (MiM), stipriai legiruoto n-GaN  (NiN) ir Sotki
diody (naudojant Au/Ni) dariniai. Buvo suformuoti
planariniy spinduliuociy sensoriy, atkeltuose epi-GaN
sluoksniuose, ir meza-juosteliniy sensoriy (1 pav.),
suformuoty ésdinimo (abliacijos) technologijomis,
dariniai. Ominiai  kontaktai buvo formuojami,
pasitelkiant In metalizacija. Kontakty omiskumui ir
darinio barjerams jvertinti buvo analizuojamos talpos
kitimy kinetikos pridéjus tiesiskai augancios jtampos
(LIV) impulsus, realizuojant BELIV (Barrier Evaluation
by Linearly Increasing Voltage) metoda [4,5].

2-ame paveiksle yra iliustruojamos biidingos
BELIV kinetikos, uzregistruotos Sotki GaN dariniuose,
keiciant LIV impulso amplitud¢ bei LIV augimo sparta.
Pradinis Suoliukas kinetikoje sietinas su stacionaraus
barjero jelektrinimo srove, ir $i srové tobulame diode
mazeja pleciantis nuskurdinimo sric¢iai dél LIV didéjimo.
Diode, kurio bazés srityje yra daug krivininky gaudykliy,
dél kravininky terminés generacijos i§ jy, barjero
jelektrinimo srove ima virSyti generaciné srove, kuri auga
proporcingai nuskurdinimo srities plociui. Taigi, Siuose
dariniuose ryskiai matosi generacinés sroves iSaugimas,

sietinas didele defekty koncentracija medziagoje. Dél
kontakto neomiskumo, dideliy LIV jtampy srityje
generacinés srovés augimas tampa eksponentiniu. NiN
dariniuose, kai kontaktai ominiai, gautos kinetikos
kartoja LIV impulso forma, tadiau dideliy jtampy srityje
visgi (>2V) pasireiskia injekcija 1§  kontakty.
Blokuojanciy  kontakty (MiM) atveju, gaunamas
kondesatorinis darinys, ir BELIV kinetikos jgyja
staCiakampio impulso forma.
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2 pav. BELIV kinetikos uzregistruotos Sotki struktiiroje.

Pranesime bus plagiau pateikti MiM, NiN ir Sotki
juosteliniy sensoriy tyrimy rezultatai.
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